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【はじめに】 

AlN は高い耐熱性、熱伝導率、化学的安定性を持っており、バンドギャップが直接遷移型半導

体での中では最も大きい 6.3eV を有しているため、短波長発光素子に適した材料である。また、

ユウロピウム(Eu)は、Eu
3+のイオン状態では 622nm付近の鋭い赤色発光を、Eu

2+では 400～500nm

にブロードな青色発光を示す[1]。粉末では Eu
2+の青色発光を示した報告例があるが、薄膜では緑

色発光の報告が多く、青色発光の報告は殆ど無い。これまでに、我々は Eu
2+からの青色発光を得

るために、Eu あるいは Eu2O3を、Si、Si3N4または SiO2と共に AlN 薄膜に共添加した AlN:Eu,Si

薄膜を形成し、それらの室温 PL 特性を評価してきた[2,3]。今回、AlN:Eu,Si 薄膜の PL 発光特性

の温度依存性と CL測定を行い、主な PLピークの発光機構について考察を行う。 

【実験方法】 

 RF マグネトロンスパッタリング法を用いて、n-Si(111)基板上に AlN 薄膜を形成した。Al ター

ゲット（φ4inch）を用いて、その上に、Eu、Eu2O3、Si、Si3N4、SiO2 チップを配置することによ

り、不純物種とその含有量の割合を変えた。成膜後に、N2雰囲気中で 900℃、30分間の熱処理を

行った。薄膜の評価方法として、PL測定(測定温度：20～300K)、CL測定、EDS測定、XRD測定

を用いた。 

【実験結果】 

 図 1 に室温 PL スペクトルを示す。AlN に Eu を添加することにより 622nm 付近に Eu
3+に起因

するシャープな赤色発光ピーク(C)が観察された。また Eu2O3に Siや SiO2を共添加した際、500～

570nm 付近(A,B)で青緑色のブロードな発光が観察された。これは Eu
2+起因の発光と考えられる。

しかし、同時に undoped-AlN からも 500～570nm 付近で非常にブロードなピークが観察されたこ

とから、これら二つのピークの起源をPL測定の温度依存性より調査した。その結果を図2に示す。

二つの PL ピークの温度消光の活性化エネルギー(Ea)は、約 10meV 異なる値を示した。また、共

添加する不純物種とその添加量が、Eu発光に与える影響に関しても、当日報告する。 
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図 2 PLスペクトル測定結果（室温） 
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図 1 PLピーク強度の測定温度依存性 

Undoped : 552 nm, Eu2O3 and Si doped: 537 nm 
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